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CHOS-Gate-Array-System mit 12 000 Bauelementen

Tas CMOS=Gate-Array-System U 5200 geatattet den Anwendern, selbet digitale Schaltkreise zu ent-
werfen, chne del umfessende Detailkenntnisse des Entwurfes von Schaltkreisen notwendig sind.
Dieses neuartige Herangehen an den Entwurf von diglitalen Schaltkrelsen wird durch eine Reihe wvon
Vorarbeiten des Schaltkreisherstellers ermtglicht. Umfangreiche Entwicklungssof tware und ein Kata-
log verwendbarer logischer Grundelemente gestatten eine Umsetzung der Anwenderaufgabenstellung in
das Gate Array. Damit die gewiinschten Schaltkreise achnell zur Verfligung stehen, ist die Grund- ]
struktur eines Gate Arrays fiir slle Schaltkrelse gleich (Master U 5201) und wird durch drei
kundenspezifische Ebenen (davon zwel Verdrahtungsebenen) modifiziert.

Das Gate-Array-System U 5200 bieted folgende Vorteile:

+ kurze Entwicklungszeiten
¢ Rentabilitdt bereits bel geringen Stilokzahlen

+ weitestgehende Unterstitzung dea Entwurfes durch Zellenbibliothek
mit etwa 100 Zellen und komfortables Entwurfsaystem

e Ersatz von 100 ... 200 standard-Logik-Schaltkreisen
¢« Nutzung leistungsarmer CHOS-Technologle
+ TTL-kompatibel; susgengsseitig Treibung einer Standard-TIL-Last



Technische {ibersicht
Master U 5201

Gesamtgatterdquivalent: 3000

(Gatterdquivalent entspricht NAND/NOR mit 2 Eingingen)

daven 1020 Logikgatterfquivalente

102 JE-Master-Slave-Flip-Flopa
52 E/A-Stufen

Masterausnutzung bis etwa 80 % miglich

Mekrozellenkatalog enthéilt: Inverter, Grundgatter, Decoder, Multiplexer, Demultiplexer,
JE-Master-Slave~Flip-Flopsa, Arithmetikschaltungen, Zihler, Teiler,
Schieberegister, Segmentdecoder, E/A-Stufen
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Verkappung im FPlabt-chip-
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Interfacesteuereingang
Interfacesteuereingeng
Eingang Testastrukiur
Ausgeng Teststruktur

42 ++e 47 kundenspezifische Signale
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49 ... 55 kundenspezifische Signale
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Ausgenge L3sD=Kette

57 «vs 63 kundenspezifiache Signale

32 Betriebsspannung b4 Betriebasspannung
33 sua 38 kundensperifische Sigpale
Allgemeine Bntriuhahedhm

Kurz=-

zelchen min. max, Einheit
Betriebsspennung Uga 4,75 5,25 T
L-Eingangsspannung “II.I =0,3 0,8 v
H-Eingangespamung UII-I 2,0 Upgat0,3 v
Ungebungstemperatur ,o‘: 0 T0 %

Die speziellen Betriebsbedingungen sind von der Gate-Array-Kundenverdrshtung ebhiingig.
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Ausgewihlie Kennwerte
Kurz- ; Finheit
geichen min. max,
1)
Ruhestromverbrauch IL‘.GR 200 qu
1) -

Eingengsleckstrom B I 10 ik
Summenlecksatrom aller II'I" e
Bingtinge ohne Low-
Heltetransistor
H=Eingasngsleckatrom 1 Tiam 40 f‘-’-”"
(Surmmenleckstrom
aller Einginge mit
Low-Heltetransistor)
L-Ausgangsgpennung 2) Vg, 0,4 v
H=Auggengss pannung 3) - Uan 2,8 v
Bingangskapazitit Cr . 10 pF

1)

bed U.cc = 5,29V, UI;; = 5;25 v
2) : N
hﬂi Iﬁ = 2 m
n

Die Betriebsstromaufnahme ist von der Kundenverdrshtung abhiingigs.

Grenswerte

bel UCE- = 4,75V, ID = =0,4 mA

Filir die Gete-Array-Bauelemente sind die MOS/CHOS-Behendlungsvorschriften einzuhal ten.

Kurz= : Einheit
zeichen min. MAx.
Betriebasspannung Unp - 0,5 T:0 v
Eingangsspannung an ailen u ; - 0,5 T v
Einglingen = " :
Ausgangsspannung Ug - 0,5 7.0 v
Verlustleistung Py 0,5 W
Betriebstemperatur & 0 70 %
Lagertemperatur 7y - 55 125 % :




Dis enden Datenblitter disnen
:Ul:-?h ich der Information|

"% konnen dsrsus keine Listermag-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten sbgelsitet werden.
Anderungen im Sinna des techni.
schen Fortechritts sind vorbehalien.

RE_T- I

Herausgaber:

vab applikationszentrum elektronik bartin
rmiker-oalsldsronil

m vah kormibsinet

Mainzer StraBe 25
Barlin 1035
Telafon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881; 011 3055




